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【手続補正書】
【提出日】令和2年7月13日(2020.7.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不揮発性メモリセルの一部を構成する第１ＭＩＳＦＥＴが形成される第１領域、および
、第２ＭＩＳＦＥＴが形成される第２領域を有する半導体装置の製造方法であって、
（ａ）半導体基板に、第１導電型の第１ウェルを形成する工程、
（ｂ）前記第１領域の前記半導体基板上に開口部を有し、且つ、前記第２領域の前記半導
体基板を覆う第１レジストパターンを形成する工程、
（ｃ）前記第１レジストパターンをマスクとして、前記第１導電型と反対の第２導電型の
不純物をイオン注入することで、前記第１領域の前記第１ウェルの表面に前記第１ＭＩＳ
ＦＥＴの第１チャネル領域を形成する工程、
（ｄ）前記第１レジストパターンをマスクとして、窒素をイオン注入することで、前記第
１チャネル領域内に窒素導入箇所を形成する工程、
（ｅ）前記（ｄ）工程後、前記第１レジストパターンを除去する工程、
（ｆ）前記（ｅ）工程後、前記第１領域の前記第１チャネル領域上に、電荷の保持が可能
なトラップ性絶縁膜を有する前記第１ＭＩＳＦＥＴの第１ゲート絶縁膜を形成する工程、
（ｇ）前記（ｆ）工程後、前記第１ゲート絶縁膜上に、前記第１ＭＩＳＦＥＴの第１ゲー
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ト電極を形成する工程、
　を有し、
　前記（ｄ）工程における前記窒素のドーズ量は、前記（ｃ）工程における前記不純物の
ドーズ量よりも高い、半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記窒素導入箇所の窒素濃度は、１×１０２０～２×１０２０／ｃｍ３である、半導体
装置の製造方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記（ｄ）工程において、前記窒素導入箇所を形成するためのイオン注入は、前記窒素
のドーズ量を５×１０１４～１×１０１５／ｃｍ２の範囲とした条件で行われる、半導体
装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１ＭＩＳＦＥＴの前記第１チャネル領域は、砒素をイオン注入することで形成さ
れ、
　前記（ｃ）工程において、前記第１チャネル領域を形成するためのイオン注入は、前記
砒素のドーズ量を２×１０１２／ｃｍ２以下の範囲とした条件で行われる、半導体装置の
製造方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の半導体装置の製造方法において、更に、
（ｈ）前記（ｂ）工程前に、前記第１領域および前記第２領域の前記半導体基板上に、第
１絶縁膜を形成する工程、
（ｉ）前記（ｄ）工程と前記（ｅ）工程との間に、前記第１レジストパターンをマスクと
してエッチング処理を行うことで、前記第１領域の前記第１絶縁膜を除去する工程、
　を有し、
　前記（ｂ）工程では、前記第１レジストパターンを、前記第２領域の前記第１絶縁膜上
に形成する、半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１ゲート絶縁膜は、前記半導体基板上に形成された第１酸化シリコン膜と、前記
第１酸化シリコン膜上に形成され、且つ、窒化シリコン膜である前記トラップ性絶縁膜と
、前記トラップ性絶縁膜上に形成された第２酸化シリコン膜と、を有し、
　前記第１酸化シリコン膜には、前記窒素導入箇所から窒素が導入されている、半導体装
置の製造方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記不揮発性メモリセルの書き込み動作または消去動作は、ＦＮトンネル現象を用いて
行われる、半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記半導体装置は、第３ＭＩＳＦＥＴが形成される第３領域を有し、
　前記第１ＭＩＳＦＥＴは、前記不揮発性メモリセルのメモリトランジスタを構成し、
　前記第３ＭＩＳＦＥＴは、前記不揮発性メモリセルの選択トランジスタを構成し、
　前記（ｂ）工程において、第１レジストパターンは、前記第３領域を覆う、半導体装置
の製造方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の半導体装置の製造方法において、更に、
（ｊ）前記（ａ）工程前に、前記半導体基板と、前記半導体基板上に形成された絶縁層と
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、前記絶縁層上に形成された半導体層と、を準備する工程、
（ｋ）前記（ｊ）工程と前記（ａ）工程との間に、前記第１領域および前記第２領域の前
記半導体層を除去する工程、
（ｌ）前記（ｂ）工程と前記（ｃ）工程との間に、前記第１レジストパターンをマスクと
してエッチング処理を行うことで、前記第１領域の前記絶縁層を除去する工程、
　を有し、
　前記（ｂ）工程では、前記第１レジストパターンを、前記第２領域の前記絶縁層上に形
成する、半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記（ｇ）工程において、第１導電性膜をパターニングすることで、前記第１領域に、
前記第１ゲート電極が形成され、前記第２領域に、前記第２ＭＩＳＦＥＴの第２ゲート電
極が形成される、半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　請求項１に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１ＭＩＳＦＥＴは、ｎ型のトランジスタであり、
　前記第２ＭＩＳＦＥＴは、ｐ型のトランジスタである、半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　請求項１に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１ＭＩＳＦＥＴおよび前記第２ＭＩＳＦＥＴは、それぞれｎ型のトランジスタで
ある、半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　請求項１に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記（ｅ）工程の後、かつ、前記（ｆ）工程の前に、前記半導体基板に熱処理を施すこ
とで、前記第１チャネル領域に含まれる不純物を活性化させる、半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記熱処理は、９５０℃で、１分程度とした条件で行われる、半導体装置の製造方法。
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